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1 主题内容与适用范围

    本标准规定了硅单晶切割片、研磨片和抛光片(简称硅片)厚度和总厚度变化的分立点式和扫描式

测量方法。

    本标准主要用于符合国标GB 12964,GB 12965规定的尺寸的硅片的厚度和总厚度变化的测量。在

测试仪器允许的情况下，本标准也可用于其他规格硅片的厚度和总厚度变化的测量

2 引用标准

GB 12964 硅单晶抛光片

GB 12965 硅单晶切割片和研磨片

3 方法提要

3门 分立点式测量

图1 分立点测量方式时的测量点位置
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    在硅片巾心点和距硅片边缘6 mm圆周上的4个对称位置点测量硅片厚度 其中两点位于与硅片

主参考面垂直平分线逆时针方向的夹角为300的直径L，另外两点位于与该直径相垂直的另 一直径上

(见图1)e硅片中心点厚度作为硅片的标称厚度 5个厚度测量值中的最大厚度与最小厚度的差值称作

硅片的总厚度变化

3.2 扫描式测量

    硅片由基准环卜的3个半球状顶端支承，在硅片中心点进行厚度测量，测量值为硅片的标称厚度。

然后探头按规定图形扫描硅片表面，进行厚度测量，自动指示仪显示出总厚度变化。扫描路径图见图2.

才】描路径图样

图2 测量的扫描路径图

4 仪器设备

4.1 接触式测厚仪

    测厚仪由带指示仪表的探头及支持硅片的夹具或平台组成。

4.1.1 测厚仪应能使硅片绕平台中心旋转，并使每次测量定位在规定位置的2 mm范围内

4.1.2 仪表最小指示量值不大于1 F+m,

4.1.3 测量时探头与硅片接触面积不应超过2 mm'.

4.1.4 厚度校正标准样片，厚度值的范围从。.13-1. 3 mm，每两片间的间隔为。.13士。.025 mm

4.2 非接触式测量仪

    由一个可移动的基准环，带有指示器的固定探头装置，定位器和平板所组成，各部分如下:

4.2.1 基准环:由一个封闭的基座和3个半球形支承柱所组成。基准环有数种(见图3),皆由金属制

造;其热膨胀系数在室温下不大于6X10-,/0C;环的厚度至少为19 mm，研磨底面的平整度在。.25 r-

之内。外径比被测硅片直径大 50 mm。此外，还要有下列特征:
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图3 基准环
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嘴.2.1.1 3个半球形支承柱，用来确定基准环的平面并在圆周上等跟分布.允许偏差在10. 13 no,范

围之内 支承柱应由碳化钨或与其类似的、有较大硬度的金属材料制成，标称直径为3. 18 mru,其高度

超过其准环表面1. 59士。. 13 mm.各支承柱的顶端应抛光，表面的最大相糙度为。. 25 p- 基准环放粉

于平板上，每个支承柱顶端和平板表面之问的距离应相等，其误差为1. 0 lim 由基准环确定的平而是r -j

3个支承林相切的平面

4.2.1.2  3个圆柱形定位Vi对试样进行定位，其在圆周边界上间距大致相等.圆周标称直径等1 ̀i{̀1-1̀


